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1. Saulės elemento su selektyviu emiteriu bei savaime susitapdinančia metalizacija gamybos būdas įskaitant n ir n+ bei p+ sričių difuziją iš stiklo vienu aukštos temperatūros procesu, angos emiterio n+ sričiai suformavimą mechaninio graviravimo arba lazerinės abliacijos būdu dar esant arba jau esant suformuotai n emiterio sričiai ir metalo kontakto selektyvų sudarymą nusodinant Ni iš tirpalo vienu iš minėtų būdų atidarytoje angoje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

a) ant pirmo tipo puslaidininkinės plokštelės paviršiaus formuoja barjerinį dielektriko sluoksnį 50–250 nm storio

b) lokaliai pašalina barjero sluoksnį ir atidaro angą, atitinkančią emiterio metalizacijos vaizdą, didesnio legiravimo laipsnio emiterio sričiai

c) ant taip paruošto paviršiaus žemoje temperatūroje dengia ištisinį sluoksnį, turintį didelį kiekį (iki 50() antro tipo priemaišų ir jį išdžiovina temperatūroje, kurioje dar nevyksta tų priemaišų difuzija į Si plokštelę

d) antroje plokštelės pusėje dengia ištisinį sluoksnį turintį (iki 30() pirmo tipo priemaišų ir jį išdžiovina tomis pat sąlygomis, kaip pirmąjį sluoksnį

e) plokšteles suglaudina po dvi vieno tipo sluoksniais į vidų

f) termiškai 800–1050°C apdoroja plokštelę inertinėje atmosferoje, ko pasėkoje puslaidininkyje susidaro dvi skirtingo legiravimo lygio sritys – silpniau legiruota (50–3000 ((() po barjeru ir stipriai legiruota (5-40((() ties anga vienoje plokštelės pusėje ir kito tipo priemaišomis legiruota sritis kitoje plokštelės pusėje
g) nuo minėtos plokštelės paviršiaus selektyviai nuėsdina antro tipo priemaišomis legiruotą stiklą

h) plokštelę 3–5 min. pamerkia į Ni jonų turintį karštą šarminį tirpalą (pH7-10), ko pasėkoje ant atvirų puslaidininkio sričių susiformuoja plonas Ni sluoksnis, kurio forma atitinka emiterio metalizacijos vaizdą

i) antroje plokštelės pusėje likusio stiklo sluoksnyje suformuojama angų matrica

j) ant suformuotos angų matricos užgarinamas kontaktinio metalo sluoksnis

k) plokštelės pirmosios pusės pakraščiu išpjaunamas griovelis, gilesnis negu emiterio sandūra

l) inertinėje atmosferoje įdeginami kontaktiniai metalai

m) selektyviai dengiant, pastorinamas emiterio kontaktinis metalas.
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad barjero sluoksnis yra terminis SiO2, plazmocheminis SiOx, plazmocheminis SiNx, iš tirpalo dengtas SiO2, TiO2, aliumosilikatinis stiklas arba Ta2O5.
3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antroje plokštelės pusėje dengiamas nelegiruotas sluoksnis, tokio storio, kad per apdorojimo laiką aukštoje temperatūroje per jį nedifunduotų antro tipo priemaišos.
4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad likęs antroje pusėje legiruotas stiklas po selektyvaus Ni nusodinimo nuėsdinamas ir abi plokštelės pusės padengiamos nelegiruotu PECVD SixNy sluoksniu žemoje temperatūroje.
5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad angą barjere formuoja lazeriniu obliavimu.
6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 1c punkto nevykdo, o plokšteles suglaudina po dvi nedarbinėmis pusėmis bei termiškai apdoroja plokštelę inertinės atmosferos sraute, kuris yra ir legiruojančios medžiagos nešėjas.
8. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad barjero sluoksnį iš tirpalo dengia centifūgoje, o jo formavimas atliekamas 100–800°C deguonies, inertinėje atmosferoje arba ore.
9. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš tirpalo dengiant barjero sluoksnį jame iš karto suformuoja angą didesnio legiravimo laipsnio emiterio sričiai, atitinkančiai emiterio metalizacijos vaizdą.
